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; El presente invento se refiere en generel a un

leircuito de excitacidn para conjuntos de conductores orien—
| !

itados transversalmente y matrices en paneles y dispositiv%s
'de presentacién y/o memoria, y més en particular a circui{
5 |tos de excitecibn pera dispositives de slto voltaje, tales
=00mo peneles de descarga en gas, 10s cuales son suscepti—g

!

!

bles de ser producidos en forma de circuito integrado. i
%

H

i

ANTECEDENTES DEL INVENTO

10 | En la patente para los EE, UU. Nﬁmero,3.499.167é
titulada "Gas Discharge Displey-Memory Device and Method"%
("Dispositivo ¥ Método de Presentacidn y Memorie para Des%
cerga en Gas") se ha descrito un panel de presentacin y/é
memoria de descarga miltiple, el cual puede estar caractegi-
15 |zado por ser del tipo de descarga de impulsos que tiene un
medio gaseoso, usualmente una mezcla de dos gases a una

presiép de gas relativamente alta, en un espacio o cémara

de gas delgada entre miembros de,almacenamiehto de ;carga

de dieléctrico opuestos que estén respeldados por conjuntos

20 ,de conductores, estando orientedos transversalmente 1os

‘c0n3untos de conductores que respalden a ceda miembro de 7
i
;dielectrico pare definir o situsr una plurslided de emple-

§ {
gzamientos 0 volumenes de descarga separadOS entre si y cOns—

=titu1r una unidad de descarga separada. En glgunos casos, ;

25 las unidades de descearge pueden estar definidas ad1010na17
t

§mente por una estructura fisica tal como de placas de vi—§

drlo perforadas y similares, y en otros casos pueden usarf

se tubos capilares y estructures similares. En la patente:
Epara los EE. UU. antes 1dentif1cada, se han eliminado 1as\

f

30 zbarreras fisicas y los miembros de aislamiento para emplai
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zgmientos de descarga separados entre si. En tales dispogi-
tivos, las cargas (de electrones e iones) producidas por
ionizacién del gas en un emplazemiento de descarga O punto
de cruce de conductores seleccionado, cuando se aplican
potenciales de trabajo apropiados & conductores seleccionados
de 1los mismoOs, sOn slmacenadas sobre las superficies del
dieléctrico en las posiciones o emplazamientos selecciona-
dos y constituyen un campo eléectrico en oposicidén sl cam-

po eléctrico que las cred., Después de haber sido aplicado
un potencial de cebado para iniciar una descarga, el campo
eléctrico creado por las cargas elmacenadas sobre 1os miem—
bros de dieléetrico ayudan a iniciar descargas subsiguien-
tes momenténeas O por impulsOs en semiciclos sucesivos de
un potanciel de sustentacidén aplicado, de modo que el poten—
cial aplicedo, y por consiguiente las cargas slmacenadas,
indican la condicidn de descarga anterior de un amplazamién—
t0 o0 unidad de descarge y constituyen une memoria eléctri-
ca. No obstante, puesto que l0s conjuntos de conductores
utilizados para crear tales descargeas estén sislados del
medio geseo0s0 por los medios de dieléctrico, y debido a las
presiones de ges relativemente elevadas, 165 potenciales
requeridos pare hacer funcionar tales paheles son relativa-
mente altos,

Se ha conseguido una mejora considerable en log
requisitos de voltaje de funcionamiento, mediante la uti-
lizacidn de una mezcle gaseosa de argdn y nedn como se des-
cribe en la solicitud de patente en tremitacidn del solici-
tante Nimero de Setrie 372.054. El panel de descarga en ges
descrito en la gsolicitud de patente en tramitacidn antes

indicada esta 1lleno de una mezcla de gases compuesta de
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'apr0x1madamente 99,9 Atomos de nebn y aproximadamente O, 1
‘atomos de argbn a una presibn absoluta de 625,3 millmetros
de mercurio (Hg). En un panel de descarga en gss cOnstruié
do de acuerdo con los principios de la solicitud de patenj
te en tramitacibn indicada, un voltaje de sustentacidn si-
nusoidal o periodico es aplicado con?inuamente a todos los
conductores del panel a une frecuencie medida de aproxima-

demente 50 KHz para mantener desceargas en emplazamientos

de descarga seleccionados después de haber sido éstos pues-
tos en conduceidn & un voltaje més alto; un voltaje de |
sus tentacidn periodico tipico para el penel estaba en el E
margen de 335 a 350 voltios entre crestes. En fumod onemier-
to dindmico, ademds del voltaje de sustentaciln, se super=
pone y se suma algebraicamente un impulso de dos microse-
gundos o la onda sinusoidal aspliceda a pares de conducto-
res transversales seleccionados en 1los conjuntos de conduc-
tores} para tratar las condiciones de descarga de 10s em-

plazamientos de descarga. Teles voltajes de impulsos se

agplicaron por medio de transformadores de impulsos y dis-

positivos simileres de la manera descrita en la solicitud

: de patente del solicitante publicada en Alemania, como

Offenlagunsschrift 1.817.402, ;
El presente invento se refiere a un circuito de%

estado sdlido Util como circuito interfacial para un panei
de descarga en gas, pud;endojhacerse tal circuito de estaéo
561140 como un circuitO_integrado en que no se requiere ei
uso de un transformado; de impulsos. Esto se traduce en uéa
disminucién de tamaﬁ6 y de coste, y permite que los impuli
os de tratamiento de las condiciones de descarge sean igua-

| 8
. s .
i les a un voltaje de sumlnlstro de corriente continus comin

i | - 379220 !
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a-t0dos los ecircuitos del mismo tipo de conductividad. Es-
ta calidad de comin garentiza una altura de impulsos uni-
forme, que no puede conseguirse economicamente cuando se
usan trans formadores.

Los ecircuitos integrados de acuerdo con el pre-
sente invento son de dos formas: en la primera forma se uti-
lizan semiconductores del tipo PNP y en la segunda forma se
utilizen semiconductores del tipo NPN. Para paneles de des-
carga en gas del tipo descrito en la antes mencionade paten-
te para 1os EE. UU. Mimero 3.499.167, son necesarias ambas
formas para excitar los conjuntos de conductores asociados
transversalmente. El ecircuito semiconductor del tipo PNP
se usa pera producir impulsos de salida positivos, y el
circuito semiconductor del tipo NPN produce impulsos de sa-
lida negativos, mientras que en cada circuito hay baja di-
gipacibn de potencia durante condiciones estéticas. La ba-
ja disipacién de potencia es una caracteristica deseable,
ye que en un érea de presentacién de 10,16 x 10,16 cm.,
con conjuntos de conductores que tengan conductores a
0,762 mm. entre centros, habré’ aproximadamente 13 conduc-
tores o lfneas por centi{metro, obteniendose 132 conductores
por conjunto, © bien 264 1ineas s ser excitadas. Funcional-
mente, 10s circuitos operan como dispositivos interfacie-
les de bajo Aivel a alto nivel, que alimentan a través de
una sefial periodica de alto nivel con degradacién minima.
En efecto, cada circuito individual sirve como un disposi-
tivo de d0s entradas y una salida, en gque una entrada es
una sefial periodice de alto nivel (el voltaje de sustenta-
cién) y la otra entrade es una sefial 1dgica de bajo nivel.

La salida es la suma algebraica de la seflal periodica de
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.alto nivel y la seflal 1égica de nivel convertido, y apare—

|

i ;
ice como una baja impedancia para el panel, :
‘ ;
: Entre 10s objetos del invento se incluye la pro-
: i

tyisibn de un circuito interfacial de estado sblido para

]
idispositivos de descarga en gas, que puede ser producido |
E
)

en forma de circuito integrado con la consiguiente dismi- |

inucibn de temafio y de coste; mejora en la uniformidad de

log potencisles de funcionamiento aplicados al panel; eli%
minacion de transformadores u otros dispositivos inductl-
E

vos, asi como eliminacidn de elementos de capacitancia en:

log circuitos; circuitos de bajs impedancia para excitar

dispositivos de descarga en gas. en 10s cuales hay baja di<
sipacifn de potencia durante coud;clones,estaticas, ¥y cir%
icuitOS para convertir una sefial 1bgica de bajo nivel en ué
voltaje de funcionamiento de alto velor y sumar algebrai-
gamente el voltaje de funcionamiento alto a un voltaje de

sustentacidn periodico de alto valor aplicado continuemen-

te a conductores de conjuntos de conductores en el dispo-

sitivo. §

! Los anteriores y Otros objetos, ventajas ¥y caraé-
t teristicas del invento se pondrén de manifiesto de la Me-§
imoria Descriptive que sigue, considerada juntamente con §
%103 dibujos que sé acompafian, en 10s que:

§ La Figura 1 es una ilustracidn esquemética de

i3
H

3 un panel de presentacién de éescarga'en ges y un sistema i
3 %

| de excitacibn electrioa, que incorpora el invento;
La Figura 2 es un diagrama esquematico de clrcul—

I
to parcial que ilustra el invento aplicado a la excitacidn

' de un penel de descarga en gas;

i La Figura 3 es una vista a escala ampliada de

.. 379220
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una pastille de circuito integrado que lleva un coOnjunto
de cuatro de los circuitos interfacizles 20 y 21 de la Fi-
gura 2; ¥

La Figura 3A es una vista en corte transverseal
de la pastille de cireuito integrado tomada por las lineas
3A - 3A de la Figura 3.

Se describiréd el invento tal como se emplea en un
gistema que suministrae potencieles de funcionamiento a un
digpositivo de presentacidn/memoria de descarga en gas, del
tipo aqui descrito en 10 que antecede. Tal dispositivo 1C
se ha ilustrado esquemdticamente en la Figura 1 de los di-
bujos, teniendo un conjunto 11 de conductores horizontales
0 en filas y un conjunto 12 de conductores verticales O eh
columnas. Conductores alternos de un conjunto son sacados
a los ledos, respectivamente, del panel, para facilitar la
ejecucién de conexiones eléctricas a 1o0s mismos. Normalmen-
te se aplicen potenciales periodicos de fases opuestas 13
y 14 a los conjuntos de conductores 11 y 12 respectivamente,
de modo que se aplica por cada conductor aproximadamente la
mitad del potencial necesario para manipular una unidad
de descarga de una manera que se describe aqui mds adelan-
te. As{, si el potencial periodico a través del gas en el
panel de descarga, necesario para hacer funcionar el dispo-
gitivo, es dé 350 voltios entre crestas, se aplica entonces
la mitad de ese voltaje a 1los conductores del conjunto de
conductores 11 y se aplica la otra mitad (de fase opuesta)
a 1os conductores del conjunto de conductores 12, y tales \
potenciales se suministran desde partes de generador de
volteje periodico 15 y 16, respectivamente, que tienen una

mesa comin 17, de modo que el panel 10 flota con respecto
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| tenciales de sustentacidn para todos los conductores de

Sy

. a le masa 17. Puede hacerse notar, al llegar a este punto, .-

|y como se ilustrerd mds detalladamente en 10 que sigue,

que 10s potenciales de sustentacidn 13 y 14 pasen a travds
de 10s circuitos interfaciales 20-1 ... 20-N y 21-1 ... 2}-W,

§
con una degradacién minima. Como se ha ilustrado, los po-|
i

files 11-1, 11-2 ... 11=-N del conjunto de conductores 11,
son suministrados desde la parte de generador de sustenta%

£

cibn 15, y todos los conductores verticsles 0 de columnas’

v
EH

12-1, 12-2 ... 12-N en el conjunto de conductores 12 son .
alimentados desde la parte 16 de generador de voltaje de
sustentacidn; y esos potenciales son aplicados continuamen~
tea los conjuntos de conductores en el panel 10, durante
el funcionamiento normael de los mismos. Emplezamientos de
descargs individueles situados mediante el cruce de con-

ductores seleccionados de los conjuntos de conductores 11

¥ 12, son manipulados afiadiendo impulsos de voltaje unidif
reccionales de alto voltaje a los voltajes de sustentaciéé
en conductores seleceionados de 1o0s conjuntos 11 y 12, reé-
pectivamente, los cuales, cuando se combinan, son suficie%r
tes para iniciar une serie de descarges, una por cada semi—
ciclo de potencial de sustentacibn aplicado en cualquier %
emplazamiento de descarga seleccionado, y sineronizado deé
bidamente tales impulsos puede terminarse la gserie de des;
cargas de modo que cualquierremplazamiento de descarga in%

dividual puede ser manipulado, puesto en conduceidn y pueé—

H
t0 fuere de conduccidn, mediante manipulacibn de los momen-

. t0s en que tiene lugar los impulsos de volitaje unidireccié-

e

nales.

Como se ha indicado en 10 que antecede, en un

- 370220
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érea de presentacidén de 10,16 cm. x 10,16 cm. en un panel,
eon ﬁn espacismiento de 0,762 mm. entre conductores, puede
haber 132 conductores de fila y 132 conductores de columna
cada conductor de 1los cuales, ain teniendo un voltaje de
sustentacibn comin eplicado al mismo, debe tener los impul-
sos de voltaje de menipulacidn aplicados en momentos selec-
cionados de acuerdo con la-infOrmacién a ger presentada

y/0 almacenada sobre el panel. Numeros tan grandes de cir-
cuitos de excitacibén por panel hacen necesario que se dis-
minuya el tamafio y el coste de 10s mismos tanto como sea
posible y que, &l mismo tiempo, se mantenga la uniformidad
de potenciales suministrados a 10s conductores de 10s res-—
pectivos conjuntos. Aunque tales paneles, como a los que

se refiere el presente invento, han sido excitados por trans-
formadores de impulsos y dispositivos similares de modo bas-
tante satisfactorio, es deseable eliminar el uso de gran
nimero de transformadores de impulsos en las aplicaciones
comercisles de teles paneles.

De scuerdo con el presente invento, cada uno de
los circuitos 20 y 21 estd formado como un circuito sobre
uns oblea 0 pastilla de circuito integrado y aunque todos
108 circuitos gimilasres o iguales pueden formarse sObre una
sola oblea o pastilla, comercialmente, Unicamente es via-
ble en la actﬁalidad, pera fines de produccidn, situar
cuatro de teles circuitos sobre una sola oblez o pastilla.
Ademés, los transistores usados en los circuitos de conduc-
tores de f£fila 20-1 ... 20-N son del +tipo NPN para producir
un impulso de salida negativo, mientras que los transisto-
res en 1los circuitos 21-1 ... 21-N son del tipo PNP para

producir un impulso de salide positivo. Como se explica

o= 379220
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fmés detalladamente en lo que sigue, evidentemente pueden ;

.usarse 10s tipos NPN para excitar conductores de columna 5

y pueden usarse tipos PNP para excitar conductores de fi-!

la. En momentos seleccionados, cade uno de los circuitos
1

20-1 ... 20-N y 21-1 ... 21-N recibe un impulso 1légico de

bajo nivel (asproximadamente de 4 voltios) procedente del
circuito 18gico 40, el cual puede recibir una entrada 41

desde un ordenador u otro dispositivo de entrade de datos:

!
|
i
H
|
{
i
i
H
i
H

. digitales, para presentacidn y/o slmacenamiento en el pa~§

nel. Por ejemplo, la mited superior 40-A del circuito 14-1
i

gico 40 suministra a los circuitos 20-1 interfaciales de %
conductores de fila, una sefial de impulso légica positivag
mientras que la mitad inferior :(40A de los circuitos 16gi;
cos 40 suministra uha sefiel de impulsos 1ldgica negativa ai

los circuitos 21 interfaciales de columna y, en el funeio-=

i
namiento normal, tales impulsos 18gicos positivos y nega—z

tivos. son aplicados simulténeamente a conduectores selecci@-
. [}

nadog para iniciar selectivamente descargas y para terminar
i

descargas en el emplazamiento de descargs seleccionado den~

»

tro del panel 10. Tal sistema 0 cirecuito de direceidn 16-

gico puede ser un sistema de exploracidn por lineas relati-
vamente econdmico, o puede ser el sistema algo més costoso,

de acceso gleatorio, de gran velocidad.

CIRCUITOS;INTERFACIALES

Le Figura 2 ilustra una pluralidad de circuit03§
interfaciales 204 ... 20B para excitar conductores de filg
individvales 11A ... 11B, respectivamente, del conjunto ;
11, y una pluralidad de circuitos interfaciales 21 para

exciter conductores de columna 124 ... 12B respectivamente

- 370220
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en el conjunto 12. Se observaréd que la configuracién de

circuito 20A ... 20B ilustrada en la Figura 2 inecluye tran-
gistores del tipo NPN, y que la configuracién de circuito
214 ... 21B ilustrada incluye transistores del tipo PNP;
teniendo como finslidad la diferencia entre los circuitos
la alimentacidén de sefiales Opuestas en poleridad y en fa-
se para excitar conductores asociados en 1l0s conjuntos.

Se describira con detalle la configurseién de
circuito 20, bien entendido que excepto por la inversidn
de 1og potenciales de alimentacidn de corriente continua
y por el tipo de conductivided de los transistores que in- '
tervienen, las operaciones son las mismas para la configu-
racién de circuito 21. Una fuente 50 de corriente continua
de alto nivel de voltaje y de baja impedancia, tiene un
per de terminales de salida 51 y 52 que estén conectados
a terminales de potencial de funcionamiento 53 y 54 del
cireuito interfacial 20. El circuito interfacisl 20 inclu-
ye un primer transistor Q1 del tipo NPN que tiene su emi-
gsor E conectado, a través del diodo D1, al terminal de en-
trada 54. El colector C del trensistor Q1 estéd conectado,
a través de una resistencias R3 de colector, al terminal
53, La resistencia R3 es de unos 15.000 ohmios, y supone
une solucidn de compromizo entre el tiempo de subida y la
disipacidn d; potencia pars la corriente de polarizaeidn
procedente de la corriente continua acoplada al transis-
tor Q1 y al trensistor Q2. La base del trensistor Q1 esté
conectada, a través de la resistencia R1, alterminal 56
de entrada de sefial 1dgice &l cual es aplicado un impulso
57 de seflal 16gica positivo de bajo nivel procedente del

circuito 18gico 40. Hay una plurelidad de conductores de

- 11 - r379220
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“salida desde el circuito légico 40, uno para cade cireui—é

' $0 interfacial conductor. La resistencia R2 estd conectada

entre la base B del transistor Q1 y el terminal 54, y se

usa con la resistencia R1 parae adaptar el circuito inter-

facial 20 al circuito 16gico 40. Las resistencias R1 y
!
R2 pueden ser eliminadas si se adapta el circuito interfa%

» * ’ i
cial 20 al circuito logico 40. EL diocdo D3 esta conectado:

’ }

entre el terminal 10gico de entrada 56 y el colector C del
- {
transistor Q1, y sirve para la misma finalidad que el dio-

do D1, acelerando la respuesta del transistor Q1 a una seé
i
fial de entrada 1égica. Los diodos D1 y D3 no son esencia~i

I

les para el funcionamiento del circuito, y pueden eliminar-

se si se desea. No Obstante, el circuito puede incorporar
puertas Y de diodo (circuitos de coincidencia) para redu-
cir as{ el circuito 1lbgico necesario exterior &l eircuito

es decir, que puede fabricarse el circuito incluyendo una

parte de 10s circuitos 1dgicos de dirececidén 41. Un segundo

transistor Q2 del tipo NPN tiene su base B conectada direc-

tamente al colector C del transistor Q1 y su colector C |

conectado directamente 2l terminal 53. El emisor E del §

trensistor Q2 estéd conectado directamente al terminel de |

salida 60, el cual esti conectado directamente a un condué—

{
tor en el conjunto de conductores 12. El colector C del |

transistor Q1 estd conectado a través del diodo de percep-
cidn D2 gl terminel de salida 60; percibiendc el diodo D2§

la direceibn de circulacibn de corriente y ayudando a po-é

ner al transistor Q2 en conduccidn y fuera de conducecidn,]

como se describe méds detalladamente en 10 que sigue.
La parte -15 de generador de voltaje de sustentai

cidn tiene su terminal de salida conectado directamente |

370220 ;
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al terminal de entrada 53 y al terminal 51 de la fuente 50
devOltage de corriente contlnua de alto nivel de voltaje y
de baja impedancia. Es de hacer notar que se han ilustrado
un condensador 61 y una bateria 50B como constituyendo la
fuente 50 de corriente continua de alto nivel de voltaje

¥y de baja impedancia, de modo que el voltaje de sustenta-
cibén periddico aparsce tanto en el colector C del transis-—
tor Q2 como en el emisor E del transistor Q1, en este Ulti-
mo caso a través del condensador 61 de derivacién., Tal con-
densador 61 puede estar constituido por los medios de con-
densador de filtro en la salida de la alimentacibn 5@ de

energia eléctrica.

FUNCIONAMIENTU DEL SISTEMA

Normalmente, el transistor Q2 estd conduciendo y
el transistor Q1 estd fuera de conduccidn, de modo que el
voltaje peribdico (aproximadamente de 175 voltios entre |
cratas) procedente de la parte 15 del generador de voltajé
de sustentacidn, es aplicado a través del colector C del
transistor Q2. En los semiciclos negativos del voltaje de
sustentacidn circula corriente a través del colector C, de la
bagse B del tramsistor Q2, y del diodo D2 'l terminal 6C
mientras que en 1los semiciclos negativos del voltaje de
sustentacibn éircula corriente a través del circuito de
colector y emisor del transistor Q2, al terminal de salida
60, de modo que gparece en el terminal de salida 60 un veol-
taje sinusoidal correspondiente a la forma de onda del vol-
taje procedente de la parte 15 de generador del voltaje de
sustentacidén. Este voltaje de sustentacidn aparece en o=

dos 1os conductores de fila del conjunto de conductores 11,

379220



- a través del circuito interfacial 20 correspondiente a los

iconductores de fila. En forma similar, el voltaje de sus-§
i tentacibn de fase opues ta procedente de la parte de gene—%

i
irador 16 aparece en 10s conductores de columna del conjun=

, !
5 %0 de conductores 12 a traves de 1o0s cireuitos interfacia=

les 21,

!
|

Siempre que se aplica un inpulso 57 de voltaje ;
positivo de bajo valor procedente del circuito ligico 40 |
al termindl de entrada 18gico 56, y a la base B del tran—‘;
1o sistor Q1, el tremsistor Q1 es hecho répidemente conductoﬁ
0 puesto en conduceidn, de modo que el colector G del mis%

i

o, el cual antes de conmutar el trahsistor Q1 hebfia este-

i

do a potencisl de corriente continua eseneialmen#e'cero, %
cae rapidemente (relativamente) al potencisl (- 175 voltio%)
15 de la fuente- -50 de corriente continua de 8110 nivel de J
voltaje, durante el periodo de tiempo en que el transistor
Q1 esté en un estado conmutado o de condutcidn. Este voltaL
je de corpiente continua de alto velor es pasado a través
del diodo D2 al terminal de salida :60 para constituir uh

20 componente de voltaje de salida durante el intervalo de

tiempo en que el transistor Q1 estéd en su estado conmutadol
loomo se. he indicado anteriormente, el voltaje de sus tente~!
cibn periodico procedente de la parte de generador 15 pasa

a través de la fuente 50 de voltaje de corriente continua

25 de alto nivel de voltaje y baja impedancis (& travds del

condensador 61 ilustrado esquemdticamente) y aparece tam-~

bién en el emisor E del transistor Q1, de modo que cuendo

el transistor Q1 estéd conmutado a conduccidn, durante el

H
H

beriodo de tiempo en.que el transistor Q1 estd cormutado a
30 c0nducc1on, este voltaje es 1gualmente agado al colector

30.5.70 . - 14 -
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C del transistor Q1 y, por tanto, a través del diodo D2,
bara aparecer coOmo un segundo componente del voltaje de
salida que aparece en los terminales de salida 60. Por
tanto, el potencial de corriente continua de alto valor.
y el voltaje de sustentacidn son sumados algebraicamente
para constituir un voltaje de impulsos VFR para manipular
la condiecibn de descarga de un emplazamiento de descarga
seleccionado. En forma similar, un impulso 1dgico negati-
ve 57' aplicado a uno de los circuitos interfecigles 21
(el 21A por ejemplo) conectads a un conductor de columna
(el 124 por ejemplo) del conjunto de conductores 12, es
convertido en un impulso de manipulacién de descargsa de
alto nivel VFC en el conductor de columna seleccionado.
Sincronizendo debidamente el momento en que se produce el
impulso 18gico 57, el impulso de corriente continus de al-
to valor de voltaje producido como resultado de la accién
de conmutacidn del trensistor Q1 es sumado elgebraicamen-
te a un semiciclo de sentido negativo del voltaje de susten-
tacidn, pars constituir un impulso VF de voltaje de cebado
eplicado & un emplazamiento de descarga seleccionado, si-
multaneamente con la aplicacion de un impulso similar a
un conductor de columna seleccionado, pars iniciar con
ello una serie de descargas en un emplazamiento de descar—
ga o volumen de gas seleccionado y luego, el voltaje de
sustentacidén sumentado en el potencial debido a las cargas
almacenadas, sustentard tal serie de descargas, como se
ha descrito en 10 que antecede. Cuando se desea terminar
una descarge, puede sincronizarse el impulso 16gico 57 para
que tenge lugar en un parte tal de lg sefial de sustenta-

cibn que se iniecie una descarga controlada del emplazamiehto
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al que se:-ha tenido acceso, dando por regultado la extinré
cibn del proceso de descerga (por ejemplo, terminendo 1a%
serie de descargas) en ciclos de sefial de sustentacidn su?
cesivos, como se ha explicado més detallademente en la an-

tes mencionada Offenlegunsschrift 1.817.402. %

FABRICACION DE CIRCUITO INTEGRADO

La figura 3 ilustra una viste en planta desde a?ri-
ba del dispOSitivo de eiréuito integrado que lleva cuatri
cireuitos interfacigles en una sola pastilla, la cual pue}
de estar contenida dentro de un pequete 0 recinto herméti%
co (no representado) o protegida de otro modo del embien-
te que la rodea. Terminales de contacto individqales,puej
den tener alembres conectados a 1los mismos y que se extien-
dan a travds del exterior del pequete pare conexién al

circuito externo.

El circuito integrado ilustrado en la figura 3

se forma preferiblemente por el bien conoeido procedimien

40 0 tdcnica de aislamiento de dieléctrico que, en general
es como sigue: Una oblea de dispositivo y una oblea de
mango (no representada) se oxidan termiceamente y las super=

ficies oxidadas se unen por fusidn bajo presién a elevada

temperatura. Luego se ataca quimicemente la oblea de dis-
positivo hasta un grueso uniforme seleccionado a través %
de 1a oblea y luegd se vuelve a oxider termicamente el .
conjunto de obleas. Usando técnicas fotolitogréfices, se
fotogreba el didxido de silicio sobre la oblea para for-
mer una miscara que se usa para atacar las islas de dispo-

sitivo I, ... III en la oblea de dispositivo; én la su-

perficie de las islas de dispositivos se efectia difusidn
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de colector N} pera disminuir la resistencia a la sature-
6idn del colector, y luego se oxidan térmicamente las is-
las de dispositivo. Se deposita sobre las islas de dispo-
sitivo oxidadas una capa de silicio policristalino hasta
un grueso seleccionado, y luego se elimina la oblea de men-
go por ataque quimico, Las restentes islas de dispositivo
m0n00ristaiino, aisladas por dioxido de siliecio y empotra~
das en la matriz de silicio policristalinoc, se vuelven a
- oxidar termicamente para formar un recubrimiento de Oxi-
do, el cual se usa para mdscara contra la difusidn de boro
para la c0nfiguraei6n geométrica basica de 10s componen—
tes integrados de transistor y de diodo. Tales islas de
dispositivos se han identificado por numeros romanos, IA,
IA, IC, ID, II y III; Conteniendo las islaé de dispogiti-
vo IA, IB, transistores Q1 y diodos D2 y D3, conteniendo
la isla de dispositivo II diodos D1; y conteniendo la is~
la de dispositivo III trensistores Q2. Se apreciard que
pueden formerse simulteneamente en una Oblea un gran nume-
ro de pastillaes de circuito integrado. En el silicio se |
efectiia una difusibn de boro a través de las aberturas
en el didxido de silicio. El érea en que se ha hecho la
difusidn se vuelve a oxidar. Los ‘emisoOres y coOlectores de
1los transistores Q y Q2 del tipo PNP se fotograban y se
efectua una difusibn P+ a través de las aberturas y se
vuelven a oxidar las éberturas. El emisor se grzba para
los transistores NPN y se difunde fésforo en gran concen-
tracibn para obtener la Beta especificada para log tran-
gistores NPN. Las regiones de cétodo para los diodos se
forman durante la formacibén del emisor., Los contactos pa-

ra los transistores NPN yHNP son fotograbados.
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Se deposita un dxido sobre la superficie de 1a§

1
oblea por cracking de SiH, en una etmosfera oxidante, |

para formar una base aislante para el deposito de cOmpo-§

. , i
nentes de resistencia R1, R2 y R3 de nitruroc de tantalo.i

El nitruro de téntslo se aplica por pulverizacién catédi%

ca en vacio hasta el grueso aproPiédo para Obtener la re{

sistencia de lémina requerida. Inmediatemente después de%
, : . |
aplicar por pulverizacidn catddica el nitrurc de téntelo,

se evepora sluminiosobre la superificie de la oblea. Se |

lo fotograbasel aluminio para formaer 1o0s contactos Ohmicos

L

para las resistencis de nitruro de tantalo y se fotogra-

ba el nitruro de téntalo para formar las resistencias
regles. Usando la misma méscara de contacto, se- abren ven-
tanas en el 6xido depositado y se evapora aluminio sobre
15 la superficie de la oblea., Este aluminio se fotograba para
formar las interconexiones de log componentes en el cir-

cuito integrado.

En la figuré 3 se han identificado las &reas d? compo
nentes activos por 1los nimeros remanos IA, IB, IC, ID, II
2° y III, Puesto que el colector del trensistor Q1 del mismé
tipo de conductivided y 1os cAtodos de los diodos D2 y D3
estén conectados juntos en comun, estan f_ormados en islasi
de dispositivo IA, IB, IC y ID. Puesto que el alto potens
cial de corriente continua es aplicado en comin & travésg
25 del Area de contacto 54 & los 4nodos de D1, todos estos %
diodos pueden hacerse en la isla comin II. Anélogamente i
todos 1o0s trensistores Q2 del mismo tipo de COnductivida%

estén formados en la isla comin III, y las éreas de con—;

l tacto 53 aplican el voltaje periodico proeedenée de la

30 parte 15 de generador y el terminal 51 de la fuente 50

30.5.70 . 3709292N0
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‘de-corriente continue (Figura 2), a 10s colectores C de to-

dos esos transistores.

Aunque pueden usarse Otras formas de fabricaciln
de cirecuito integrado para estructurar el circuito, se pre-
fiere el procedimiento de aislemiento de dieléetrico yea que
en el estado amctual de la técnica este procedimiento parece
proporcionar el aislamiento necesario para 1los voltajes re-
lativamente altos que se requieren para 10s paneles de des-
carga en gas de que actualmente se dispone.

Fl cireuito proporcione una disminueidn de tamafio,
de coste y de consumo de energia eléctrica, y permite que
los impulsos de salida sean iguales al voltaje de suminis-
tro de corriente continua, el cual es comin a todos 10s
circuitos del mismo tipo peara asegurar la cCnstancia y la
uniformidad de los impulsos de voltaje. Los dos ecircuitos
(NPN y PNP) operan a partir de dos fuentes 50 diferentes
de alto voltaje de corriente continua flotante y, cuando
se usan cOn las partes 15 y 16 de generador de sustentacidn
(Figura 2), estén coOnectados a las salidas de las mismas en
lag éreas de contacto o terminales 53 y 54. Las entradas |
de impulsos de voltaje 16gicos a 10s circuitos consisten
en sefiales 1ldgicas de bajo nivel (de 2 voltios de amplitud,
por ejemplo), ;eferidas a las fuentes 50 de corriente conti-
nua de alto valor (4V y -V, respectivamente), de modo que
el circuito 18gico flotard tambien esencialmente sobre el
generador de sustentacidn y las salidas son impulsos de vol-
taje de amplitud igusl a la del voltaje procedente de las
fuentes 50 sumados algebraicamente al voltaje de sustenta-
cidn. Sincronizando debidamente los momentos en que se pro;

ducen las entradas de impulsos ldgicos de bajo nivel pueden

379220
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‘ponerse en conduccibn emplazamientos de descarga seleccioO-
i i

: ¥
EnadOS, 0 bien pueden cebarse como mediante los voltajes

H

, ,
Vpp en el emplazemiento seleccionado.

Aunque el circuito estd adaptado de modo singula?
para fabricacidn de eircuito integrado o monolitico, puede%
estructurarse el circuito a partir de componentes individug—
les. Como ejemplos de componentes puéden darse los siguien%
tes: trangistores Q1 y Q2 MM 4002 (MOTOROLA) para PNP; tra%—
lsistores §1 y Q2 MM 3009 (MOTOROLA) para NPN; otros comPOn%n-
tes para ambos circuitos: R1, 470 ommios;. R2, 1,000 OhmiOS}
R3, 15.000 ohmios; diodos D y D2, IN 3731; y diodo D3, IN%
643. |
Aunque el invento se realizd principalmente par%

uso con dispositivos de descarga en gas, es evidente que eh.

invento es aplicable a otros dispositivos en 1los que impul
gsos de bajo nivel hayan de ser transformados en impulsos
de glto nivel y afladidos algebraicamente 2 un voltaje pe-
ribddico de €1t0 nivel. Ademéds, pueden aplicarse al panel Otras
formas de voltaje de sustentacidn (ondas sinusoidales de dis-

paro periddico por onda cuadrada, etc) a través del eircui-

to aqui descrito. §
Aunque se ha descrito con detalle una realizacidn
preferida del invento, debe entenderse que pueden efectuaq— '
se diversos cambios, sustituciones y alteraciones en el
mismo, sin desviarse de su ei@iritu ni rebasar su alcance.
Le presente solicitud que corresponde a la pre-

sentada en Estados Unidos de América el 2 de Mayo de 1.969,

i

loon el ntmero 821.306, se acoge a 10s beneficios del articu-

1o 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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REIVINDICACIONES

5 Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten—
te de Invencidn en Espafia por VEINTE afios, son los siguiep
tes:

12,~ Un sigstems para excitar un panel de presen-
10 - tacidn de déscarga en ges multiple, que tiene un sistemsa in
terfacial para acopler sefigles de informacidn de un voltaje
de bajo valor desde una fuente de informacidn & los conjup
tos de conductores orientados fransversalmente en el panel
© de presentacidn, que requiere sefiales de informacidn de volta
' 15 je de elevado valof para presentar la infofﬁadién gue com=-
| | prende, en combinacidn: primeros medios de circuito inte-
grado pera convertir sefiales de informacidn de voltaje de
bajo valor procedentes de dicha fuente en sefigles de in-
formacidn unidireccionales de voltaje de valor elevado y
20 aplicarlas a conductores de un conjunto de conductores,
y segundos medios de circuito integrado para convertir se-
fiales de informacidn de voltaje de bajo valor procedentes
de dicha fuente en sefieles de informacibn unidireccioneles
de volitaje de valor elevado y aplicarlas a conductores del
25 cénjunto de conductores orientados transversalmente con reg
pecto a dicho primer conjunto de conductores.
20,- E1 sistema segin la reivindicacidn 1, que
incluye un generador para generar un par de voliajes perig
dicos de fase opuesta, medios para aplicar una fase de di-

* cho par de voltajes periddicos a dichos primeros medios de

.. 37929n




circuito integrado y la obtra fase de dicho par a dichos inl;‘nlf
segundos medios de circuito integrado, sumando algebraica—
mente cada uno de dichos medios de circuito integrado los
valores elevados de voltaje unidireccional producidos por
5 los mismos al voltaje periodico = ellos aplicado, respecti-
vamente.,
38.~ Un gistema pars excitar un panel de presen—
tacidn de déscarga en gas, multiple, en el cual un par de
conjuntos de conductores orientados trensversalmente estin
10 aislados dielectricamente de un medio de descargs en gas
entre dicho par de conjuntos de conductores, que compren—
de, en combinacidn: al menos un primex -cuerpo semiconductor
monolitico tratado para proporcionar una pluralidad de compo
nentes de circuito, resigtivos y de transistor PNP, conc-
15 tados por conductores para formar una pluralidad de circui
tos identicos que tienen la configuracidn de circuito des-
crita en lo que sigue, incluyendo una pluralidad de Areas
de contacto a través de las cuales se hacen las conexiones
pars dicha configuracidn de circuito, al menos un segundo
20 cuerpo semiconductor monolitico trstado psras proporcionar
una plurslidad de componentes de cireuito regigtivos y de
transigtor NPN conectados por conductores pars formar una
pluralided de circuitos idénticos que tienen la configurs-
cibén de circuito descrita en lo que sigue, incluyendo una
25 pluralidad de areas de contacto a través de lag cuales se
hacen las conexiones para dicha configuracidn de circuito,
incluyendo cada configuracidn de circuito citada un par =
de conmutadores de transistor del mismo tipo de conductivi
dad conectados de tal modo que uno de dichos conmutadores

de trensistor esté normelmente en conduceidn y el,otro con
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ﬁﬁtador de transistor citado ésté nermalmente fuera de con-
duccidn, comprendiendo una de dichas dreas de contacto un
terminal de entrada de voltaje de impulsos de bajo valor
conectado a la base de dicho transistor normalmente fuera
de conduccidén para poner en conduccidén éste y poner fuera
de conduccidén dicho tramsistor que estd normalmente en con-
duccidén al aparecer un voltaje de impulsos de bajo valor

en dicha primera drea de contacto, un par de dichas dreas
de contacto para aplicar un voltaje periddico de elevado
valor al colector de dicho transistor normalmente en con-
duccidn y al emisor de dicho transistor que se encuentra
normalmente fuera de conduccidn y un voltaje unidireccio-
nal de elevado valor al emisor de dicho transistor que es-
t4 normalmente fuera de conduccién, y, un drea de contac-
to final que constituye el terminal de salida de dicha con-
figuracibén de circuito, medios que conectan individualmen-
te cada drea de contacto final de las configuraciones de
circuito que tienen componentes de transistor PNP a con=-
ductores en un primero de dichos conjuntos de conductores,
respectivamente, medios que conectan individualmente cada
drea de contacto final de las configuraciones de circuito
que tienen componentes de transistor NPN a conductores del
gsegundo de dichos conjuntos de conductores, respectivamente,
y medios para suministrar volitajes unidireccionales de ele-

valor a dichas dreas de contacto de dichos cuerpos

- 23 =
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semiconductores monoliticos y para suministrar voltajes
periddicos de elevado valor a conductores de dichos con=
juntos de conductores.

4.~ E1 sistema segin la reivindicacién 3, en
el cual cada una de dichas configuraciones de cirecuito
incluye medios de diodo formados en cada cuerpo monoli-
tico citado y conectado entre dicha drea de contacto £i
nal y un punto en dicho circuito que es comin a la base
de dicho transistor que estd normalmente en conduccién
¥ al colector de dicho transistor que se encuentra, nor-
malmente fuera de conduccidn.

5.~ E1l gistema segdn la reivindicacidn 3, en
el cual un componente de circuito resistivo en cada confi
guracién de cirecuito citada estd conectado entre el co-
lector de dicho transistor que estd normalmente en con-
duceidn y un punto que es comin a la base de dicho tran-
sistor.normalmente en conduceidn y al colector de dicho
transistor que estd normalmente, fuera de condueccidn,

6o~ El sistema segun la reivindicacidn 4, en el
cual un componentes de circuito resistivo en cads ¢onfigu-
racidn de circuito citada, estd conectado entre el colec-
tor de dicho transistor normalmente en conduceidn y dicho

punto que es comin a la base de dicho transistor normalmen
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te en conduccidn y el colector de dicho transistor que se
epcuentra, normalmente, fuera de conduceildn.

72.- El sistema segin la reivindicacidn 3, en
el cual los componentes de circuito de transistor en cada
cuerpo semiconductor monolitico estédn formsdos en isles
del dispositivo, asisladas dieléctricamente del cuerpo se-
miconductor.

82.- El sistema segin la reivindicacidn 6, en
el cuel los transistores y los medios de diodo de dicha cop
figuracidn de circuito estén formados en islas del disposi
tivo, aisladas dieleétricamente en 8l cuerpo semiconductor.

99,~ El gistems segin la reivindicacidn 6, en
el cusl cada configuracién del circuito citada incluye -
otros medios de dicdo para acelerar la respuestia de conmu-
tacidn de dichos transistores a un voltaje de impulsos de
entrada de bajo valor en dicho terminsl de entrada.

102.~ EL gistema segin la reivindicacién 9, en
el cusl un divisor de voliaje resistivo esté conectado, -
en cada configuracién de circuito citade, por un exiremo
a dicho terminal de entrada de voliaeje de impulsos de bajo
valor, en el punto intermedio &l electrodo de base de di-
cho transistor normalmente fuera de conduccidn y, por el
extremo opuesto, & unas de dicho par de dreas de combrol,
para aplicar un voltaje periddico de elevsdo velor a dicho
cireuito.

112,~ Un gistema para excitar un dispositivo de

gscarga en gas, de descarga multiple, en el que conjuntos
de conductores orientados transversalmente que efectuan deg
cargas en el gas, tienen medios de a&lmacenemiento de la cap
ga, dieléciricos, en ellos para salmacenar las cargas produci

379220
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das en la descarga y un elemento de circuito integredo para
suministrar voltajes de sustentacidn y voltajes de impulsos
de tratamiento de la descarge a al menos un conductor sn
dichos grupos, respectiveamente, que comprende: un cuerpo
semiconductor monolitico tratado pera incluir unas plurali-
dad de componentes de circuito de resistencia y de transis-
tor coneectados por conductores en la configuracién de cir-
cuito descrita en lo que sigue, inclﬁyendo une plurelidad
de dress de contacto a través de las cuales se hacen las
conexiqnéé pera dicha configuracién de circuito, incluyendo
diche configuracién de circuito un per de conmutadores de

transistor del mismo tipo de conductividad conectados de

tal modo que uno de dichos conmutadores de transistor -

estéd normelmente en conduceidn y el otro estéd normalmente
fuera de conduccidn y para invertir los estados de conduc-
cidn de dichos conmutadores de transisior, comprendiendo
una de dichas dreas de contzeto un terminal de entrada de
voltaje de impulsos de bajo valor conectado a la base de
dicho transistor normelmente fuera de conduccidn para po-
ner en conduccidn a dicho transistor gue estd normelmente
fuera de conduccidn y para poner fuera de conduceidn a di-

cho transistor normalmente en conduccidn sl aparecer un

voltaje de impulsos de bajo valor en diche primera drea

de contacto, un par de dichas éreas de contecto para apli-
car un voltaje periodico de elevado valor gl colector de
dicho transistor que estd, normalmente, fuera de conduc-

¢18n, respectivemente, y un voltaje unidireccidnal de ele-

mente fuera de conduccidn, y un éres de contecto final que

constituye el terminal de selida de dicho circuito inte-

- 26 =

vado valor al emisor de dicho transistor que estd normel-
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grado, estando conectzda dicha drea de contecto final a
dicho primer conductor.

129.- Un sistema segin la reivindicacidn 11, en
gl cuel los componentes de circuito de transistor de di-
cho cuerpo monolitico semiconductor estén formados en is-
las del dispositivo, aisladas dieléctricamente, en el cuer-
po semiconductor.

132.,~ Un circuito para convertir un voltaje de
impulsos de bajo velor en un voltaje de impulsos de eleve-
do velor y combinsl glgebraicamente dicho volilsje de impul-
sos de valor elevado con un voltaje periodico de alto valor
que comprende, én combinacidn: un par de termineles de en-—
trada para conexidn a una fuente de voltsje de corriente
continua de valor de voltaje elevado, de baja impedancia;
un terminel de salida; un primer transistor normelmente
no conductor; medios que conectan el emisor de dicho pri-
mer transistor a un terminal de entrada de dicha fuente de
voltaje de corriente, de elevado velor de voltaje; medios
de diodo que conectan el colector de dicho primer trensis-
tor a dicho terminal de salida; un elemento de resistencia
que conecta el otro terminal de entrada de dicha fuente
de corriente continua de elevado valor el colector de di-
cho primer transistor; medios para aplicer dicho voltaje
de impulsos de bajo valor a dicho primer transistor para
hacer conductor-dicho primer transistor y aplicar el vol-
je de corriente continua de elto valor de voltaje desde
icha fuente a dicho terminel de salida a través de dichos
medios de diodo; un segundo transistor normalmente conduc-
tor; medios que conectan el emisor de dicho segundo tran-

gistor a dicho terminael de salida; medios gue conectan el
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entrada para dicha fuente de voltaje de corriente continua

de elevado valor de voltaje; medios que conectan la base
de dicho segundo transistor al emisor de dicho primer tran
sistor por los cuales dicho segundo transistor normalmente
conductor, es hecho no conductor al ser hecho conductor
dicho primer transistor por el voltaje aplicado a su base;
una fuente de voltaje periddico de elevado valor, y medios
para aplicar dicho volgaje periddico de elevado valor al
colector de dicho segundo transitor, por lo que dicho vol
taje periédiéo de elevado valor es aplicado a dicho termi-
nal de salida a través de dicho segundo transistor durante
los periodos de conduccidn del mismo ¥ & dicho terminal de
salida a través de dicha fuente de voltaje de corriente
continua, de elevado valor de voltaje y baja impedancia

¥y a dicho primer transisfor durante los periodos de con-
duccibén de dicho primer transistor.

14.- El circuito segln la reivindicacidn 13, que
forma ﬁarte de una pluralidad de circuitos similares en
una pastilla de circuito integrado.

15.~ El circuito segln la reivindicgcidn 14, en
el cual dicha pastilla de circuito integrado contiene una
pluralidad de islas del dispesitivo aisladas dieléctrica-
mente unas de otras y en una matriz comfn.

16.- El circuito segln la reivindicacidn 15, en el
cual cada segundo transistor normalmente conductor de ca-

circuito, se encuentra en su propis isla, y todos los

primeros transistores, normalmente no conductores, se en

" cuentran en una isla comn.

17.~ Un sistema para excitar un panel de presenta-

370220
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cibn de descarga en gas mltiple.

) Tal y como se ha descrito en la lMemoria que ante
céde,representado en los dibujos que se acompafian y para
los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintinueve hojas escritas

a miquina por una sola cara.

16 6C7, 1972

Medrid,

379220
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